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LE LABORATOIRE SiLICIUM DE L'IPN ORSAY A LES EQUIPEMENTS NECESSAIRES POUR FABRIQUER DES DETECTEURS SILICIUM
SUR MESURE POUR PROTOTYPAGE AVEC GEOMETRIES VARIEES. LA PLATEFORME EST ACCESSIBLE AUX GROUPES DE PHYSIQUE

DE L'IPNO OU AUX LABORATOIRES EXTERNES (PRESTATION PAYANTE).

PROCESSUS DE FABRICATION

Traitement de surface : polisseuse, poudre

Wafer ilicium Découpe : a I'lEF ou avec une scie/foret diamanté . .
afer de siliciu P / abrasive Al,O, et acide (sous hotte)

. Tests courant-tension et capacité-tension
. Calibration avec sources sous vide : alpha ?**Am,

tri-alpha 23°Pu-?*Am-244Cm et électrons 2°7Bj

Evaporation de contacts sous vide : bancs dédiés a Montage : connexion des contacts avec fil
un seul type d’élément (Au, Al, SnO,, Li) d’or de 50 um collé avec la pate a I'argent

TECHNOLOGIES MAITRISEES

BARRIERE DE SURFACE (BDS) SILICIUM COMPENSE AU LITHIUM (SILi) SURFACE RESISTIVE (PSD)
4 Ce sont les plus fins (de quelgues microns a ~1 mm) pour\ 4 Ce sont les plus épais (1 a 5 mm) pour arréter les particules\ 4 Localisation par division résistive des charges. Epaisseur N
mesurer une perte d’énergie petite (AE dans un télescope) et mesurer son énergie (E dans un télescope) de 500 pma 1l mm
P Wafer silicium dopé P
N Wafer silicium dopé N N Wafer de silicium dopé N
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Dépot de lithium par évaporation sous vi : e
¢ ‘ ‘ Au . ae 1 .. , : P P P o e Ll Implantation des couches résistives a 'IRMA
Dépobts d’or et aluminium par évaporation ,
sous vide i (CSNSM) : bore et phosphore. Recuit pour
. Diffusion de lithium sur 500 pm v 117 restauration du réseau cristallin.
Al Formation des contacts
pt T f T —_— Migration du lithium ou « drift » dans étuve sous
. , tension (1 a 3 mois ou plus en fonction de P4
¥ v ) . R ' . —
| I— Couche d’or : 400 A ) 3 'épaisseur). Formation de la zone intrinséque. ‘ \ Loz teloorz s 2 19 L
Couche d’aluminium : 1000 A . - . . Couche de phosphore : 1 k€2
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Nt '. _I Dépots d’or par évaporation sous vide.
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) 7 5 _ Au Formation des contacts 4 Dépots d’or et aluminium par évaporation
Montage T o—— Smmnanlo sous vide. Formation des contacts.
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Spectre d’une source tri-alpha - J J - J\
obtenu avec un BdS de 500 pm = U | o Spectre d’une source 2°7Bi obtenu i Position bidimensionnelle de différents ions
\ d’épaisseur. s emoysen S RoalTima 488 185 e Tmo 456 T4 5 / \ avec un SiLi de 1.7 mm d’épaisseur. S e nan A / lors d’un test en faisceau.

POCI (localisation 2D)
COULEX (télescope
annulaire BdS + Sili)

INDRA (Télescope BdS + SilLi) CNES (localisation 2D)

LOCALISATION: Bat. 102 de I'IPN d’Orsay, rez-de-chaussée. 15 Rue Georges Clemenceau. 91406 Orsay Cedex
CONTACTS: Bernard GENOLINI (genolini@ipno.in2p3.fr), Valérie LE VEN (leven@ipno.in2p3.fr), Ana TORRENTO (torrento@ipno.in2p3.fr)
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